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1.はじめに：我々はこれまでに、Ni/p-GaN接触において Mgドーピン

グ濃度を下げることにより、リーク電流を低減し、良好なショットキ

ー接触を得た[1]。また、強いフェルミレベルピニングと、界面近傍に

局在するアクセプタ型の欠陥準位への正孔の充放電により、電流–電

圧(I-V)特性が変化するメモリー効果を観察した[2]。この I-V特性では、

熱電子放出やトンネルによる電流、キャリアの捕獲、放出過程に伴う

電流が同時に観察されるため、電流輸送機構の理解を難しくしていた。

本報告では、I-V 特性の温度依存性（I-V-T）を評価し、さらなる電流

輸送機構を明らかにしたので報告する。 

2.試料構造と測定条件：図 1 に試料構造を示す。GaN 自立基板上に

MOCVD法でアンドープ GaNを 2 m成長し、その上に低Mgドープ

(Mg = 1×10
18

 cm
-3

) の p-GaNを 1 m成長した。電子ビーム蒸着法により, Ni/Auショットキー電極

(200 m)を形成した。オーミック電極は InGaを用いた。 

I-V-T測定は白色光照射後、暗中で、温度が 100から 440Kまでの範囲で、順方向電圧 0から10 V

までの電圧掃引を 2回連続して行った。 

3.結果と考察： 図 2 に順方向

I-V-T 特性を示す。順方向に 2

回連続して掃引することで、白

色光照射後の 1 回目掃引（図

2.(a)）と、1 回目掃引よる順方

向電流注入後の 2回目掃引（図

2.(b)）との間で I-V特性が異な

っている。この現象は低Mgド

ーピング p-GaN ショットキー

において固有の特性であり、

我々はメモリー効果と呼んで

いる。メモリー効果の原因は界

面近傍に局在するアクセプタ

型欠陥への正孔の充放電である。100Kにおいて、電流が指数関数的に増加する電圧領域が 1回目

掃引と 2回目掃引でそれぞれ0.8, 3.8 Vとなった。温度増加に伴い、この電圧領域は 1回目では、

ほぼ一定であるので、欠陥のイオン化により、欠陥を介したトンネル電流が支配的であると考え

られる。2 回目掃引では単調に昇電圧方向にシフトしたことから、順方向電流注入による欠陥の

中性化に伴う空乏層幅の拡大により、熱電子放出による電流が支配的であると考えられる。一方、

高い順方向電圧を加えた領域では温度増加に伴い電流も増加し、電流値は 1回目と 2回目の掃引

で同じ値となった。これは、p-GaN 層の Mg の活性化が増加し、直列抵抗が低下したものである

と考えられる。従って、今回得られた、I-V-T特性はこれまでに提案してきたメモリー効果、電流

輸送機構を補強する結果であることが分かった。 
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図.1 試料構造 

図.2順方向 I-V-T特性：(a)1回目掃引, (b)2回目掃引 
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